Аннотация цикла дисциплин «Электроника»
(Электроника, Электротехника и электроника (2ч.), Электротехника, электроника и схемотехника (Э, Э и С)(2ч.), Электроника и схемотехника (1ч.)

Дисциплина «Электроника» преподается для студентов, обучающихся по следующим направлениям подготовки

	№
	Шифр 

направления
	Направление

(Профиль)
	Название 
дисциплины
	Курс
	Семестр 
	Форма обучения

	1
	210700
	ИТиСС

(О и ПС и СС)

(С и СРС)
	Электроника
	2
	4
	Дневн/З/о/

полн/уск

	2
	210400
	Радиотехника
	Электроника
	2
	4
	Дневная 

	3
	090302.65
	ИБТС
	Электроника и схемотехника
	2
	4
	Дневная 

	4
	200700.62
	Ф и О (ОИТ)
	Электротехника и электроника
	2
	4
	Дневная 

	5
	230100.62
	ПОС ВТ и АС
	Э, Э и С
	3
	5
	Дневная/З/о, полн/уск

	6
	231000
	Программная инженерия

(РПИС)
	Электроника
	3
	5
	Дневная

	7
	222000.62
	Инноватика (УИ)
	Электротехника и электроника
	3
	5
	Дневная 

	8
	220400.62
	 У в ТС

 (УИТС)
	Электротехника и электроника
	3
	5
	Дневная 


Цели и задачи дисциплины

Целью преподавания дисциплины «Электроника» является ознакомление с элементной и конструктивной базой современной электроники и подготовка студента к изучению специальных дисциплин, в которых рассматривается устройство радиоэлектронной аппаратуры.

В курсе изучаются устройство, физические процессы, характеристики, параметры, физические, схемотехнические и математические модели; особенности использования в радиотехнических цепях основных типов активных элементов (электронных приборов); принципы построения и основы технологии изготовления изделий электронной и микроэлектронной техники, влияние условий эксплуатации на работу активных элементов и микроэлектронных устройств.

Место дисциплины в учебном процессе (в структуре ООП)
Дисциплина относится к циклу Б.3. профессиональных дисциплин и базовой (общепрофессиональной) части основной образовательной программы.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

· Дискретная математика

· Информатика
· Физика

· Теория электрических цепей

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин 

· Схемотехника телекоммуникационных устройств (210700.62 О и ПС и СС)

· Электропитание устройств и систем телекоммуникаций (210700.62 О и ПС и СС)

· Вычислительная техника и информационные технологии (210700.62 О и ПС и СС)
· Телевизионное  и звуковое вещание  (210700.62 С и СРС Р)
· Устройства передачи, приема и обработки сигналов (210700.62 С и СРС)
· Приборы СВЧ и оптического диапазона (210700.62 С и СРС)
· Промышленные технологии и инновации (222000.62 УИ)
· Вычислительные машины, системы и сети (220400.62 УИТС)

· Технические средства автоматизации и управления (220400.62 УИТС)

· Микроконтроллеры и микропроцессоры в системах управления (220400.62 УИТС)

· Сети и системы радиосвязи (090302.62  ИБТС)
· Микропроцессорная техника (090302.62  ИБТС)
· Устройства приема и обработки сигналов в защищенных системах радиосвязи (090302.62  ИБТС)
· Квантовая и оптическая электроника (090302.62  ИБТС)

· Электроника и схемотехника (2ч) (090302.62  ИБТС)

· Э,Э и С (3ч) 230100.62 (ПОС ВТ и АС)
· Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей (231000-РПИС)

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

- иметь представление о современном уровне развития полупроводниковой электроники с учетом использования перспективных полупроводниковых материалов; о физических ограничениях, определяющих предел быстродействия и допустимую мощность рассеяния; 

– знать: физические эффекты и процессы, лежащие в основе принципов действия полупроводниковых, электровакуумных и оптоэлектронных приборов; устройство и принцип действия, схемы включения и режимы работы приборов, вид статических характеристик и их семейств в различных схемах включения; основы технологии интегральных схем, микросхемотехнику и принцип работы базовых каскадов аналоговых и логических элементов цифровых схем; (ОК-2, ОК-5, ОК-7, ОК-11, ПК-2, ПК-13);

– уметь: проводить самостоятельный анализ физических процессов, происходящих в электронных телекоммуникационных устройствах; проводить математический анализ физических процессов в аналоговых и цифровых устройствах; проводить компьютерное моделирование; определять дифференциальные параметры электронных приборов по их статическим характеристикам; рассчитывать, измерять и анализировать параметры и характеристики электрических цепей на персональных компьютерах; проводить анализ и синтез логических устройств, синтезировать с использованием современной микроэлектронной элементной базы цифровые устройства, обеспечивающие заданное функционирование

 (ОК-3, ОК-9, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-10, ПК-13, ПК-16);

– владеть: навыками практической работы с лабораторными макетами аналоговых и цифровых устройств, методами компьютерного моделирования физических процессов при передаче информации; навыками экспериментального определения статических характеристик и параметров различных электронных приборов и их компьютерного исследования по электрическим моделям; навыками экспериментального исследования электрических цепей в рамках физического и математического моделирования; навыками безмашинного и компьютерного проектирования и расчета аналоговых, цифровых и микропроцессорных телекоммуникационных устройств;  (ОК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-16, ПК-18).

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

Аудиторных занятий -68 часов (лекций-22, практических занятий -14, лабораторных работ – 32). Форма контроля – экзамен в устной или тестовой форме.

5.  Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

	№ п/п
	Наименование раздела дисциплины
	Содержание раздела

	1
	Физические эффекты и процессы, лежащие в основе принципов действия полупроводниковых  и оптоэлектронных приборов.
	Материалы электронной техники. Зонная теория твердых тел. Собственные и примесные полупроводники. Виды электрических переходов: гетеропереходы, контакт металл-полупроводник, электронно-дырочный переход. Виды пробоев; туннельный эффект; фотоэлектрические явления.

	2.
	Диоды
	Разновидности полупроводниковых диодов: выпрямительные, импульсные, варикапы, стабилитроны, стабисторы, обращенные, туннельные, диоды Шоттки, диоды Ганна, диоды СВЧ и т.д. Принцип действия, особенности конструкций, параметров, характеристик и моделей. Влияние внешних условий на характеристики и параметры диодов. 

	3.
	Биполярные
транзисторы


	Структура и принцип действия биполярного транзистора (БТ). Режимы работы. Схемы включения. Коэффициенты передачи токов в статическом режиме. Модель Эберса–Молла. Статические характеристики БТ. Влияние сопротивления базы и зависимости ширины базы от коллекторного напряжения на форму статических характеристик БТ. Влияние температуры и радиации на характеристики и параметры БТ.

 Малосигнальные низкочастотные линейные модели БТ: физические (П–образные и Т–образные) и в виде активных четырехполюсников. Их параметры и связь с данными, приводимыми в справочниках, граничные частоты. Работа БТ в ключевом режиме. Переходные процессы. Импульсные параметры. Работа БТ в усилительном режиме. Конструктивно–технологические разновидности дискретных транзисторов. Источники собственных шумов в БТ и их описание.

	4.
	Тиристоры 
	Особенности конструкций, параметров, характеристик; принцип работы неуправляемого и управляемого тиристоров, особеннос​ти применения.

	5.
	Полевые 
транзисторы


	Классификация полевых транзисторов (ПТ). Устройство и принцип действия ПТ с управляющим p–n–переходом. Физические параметры (сопротивление канала, напряжение отсечки, крутизна) и их зависимости от температуры. Статические характеристики в схеме с общим истоком. Устройство и принцип действия МДП–транзисторов. Физические процессы в МДП-структурах и физические параметры МДП–транзисторов. ВАХ и их зависимость от температуры. Модели МДП–транзисторов и их сравнение с моделями ПТ с управляющими переходами. Определение параметров моделей по справочным данным. Работа ПТ в ключевом режиме. Импульсные параметры.


	6.
	Основы оптоэлектроники
	Классификация оптоэлектронных приборов. Излучатели когерентные и некогерентные. Фотоприемники. Оптопары. Оптические волноводы.

	7.
	Основные понятия микроэлектроники, достоинства микроэлектронных изделий; представление о физико-технологических процессах изготовления активных и пассивных элементов полупроводниковых и гибридных микросхем.
	Классификация интегральных схем (ИС) по конструктивно–технологическому исполнению (монолитные, гибридные, прочие), по степени интеграции (СИС, БИС, СБИС, УБИС), по функциональному назначению (цифровые, аналоговые, источники вторичного питания, многофункциональные устройства, базовые матричные кристаллы и т.д.).

Базовые физико–химические процессы создания полупровод​никовых микроэлектронных структур: литография, эпитаксия, легирование, травление и т.д.

Изоляция элементов. Формирование структур полупроводниковых ИС (диоды, биполярные и полевые транзисторы, комплементарные МДП–структуры, полупроводниковые резисторы и конденсаторы). Ограничения, накладываемые интегральной технологией на значения параметров пассивных элементов ИС, и обеспечение точности их изготовления. Краткая характеристика гибридных ИС.



	8.
	Аналоговые интегральные схемы
	Особенности схемотехники аналоговых электронных устройств, их основные параметры. Усилительные каскады, каскод, повторители тока и напряжения, дифференциальный усилитель.

 Интегральные операционные усилители (ОУ). Назначение, основные характеристики и параметры. Структурная схема и особенности включения. Использование обратных связей в схемах с ОУ. Примеры применения ОУ в аналоговых устройствах: сумматоры, усилители, компараторы, активные фильтры, генераторы и пр.

	9.
	Цифровые интегральные схемы
	Основные виды цифровых ИС. Импульсный режим работы и цифровое представление преобразованной информации. Основные параметры. Транзисторные ключи.  Принцип действия логических элементов ТТЛ и на КМОП–транзисторах. Сравнительный анализ логических элементов. Примеры применения ЛЭ для построения комбинационных и последовательностных устройств. 

	10.
	Перспективные направления развития электроники
	Основы наноэлектроники. Квантовые эффекты в наноструктурах. Новые транзисторные структуры. Одноэлектронные приборы. Нанотрубки. 

Физические основы функциональной электроники. Линии задержки. Приборы с зарядовой связью. Магнитоэлектронные приборы. Акустоэлектронные устройства.

Физические основы вакуумной электроники. Вакуумная микроэлектроника.


Исполнитель:

Доцент         к.т.н., доцент                                             Ситникова С.В.  9 .09. 2013 г.
должность               уч. степень, уч. звание                                                                фамилия, имя, отчество

